BC527 BC528

45’5}‘/’ Typ tranzystora: tranzystor krzemowy
Sw
“5; Firma: UNITRA-CEMI
N
ey Wykonanie: tranzystor krzemowy epi-
— taksjalno-planarny n-p-n w obudowie
TO-18, kolektor polaczony z obudowa
Zastosowanie: uklady wejsciowe i steru-
Rys. 1-325. BC527, 528 jace m.cz.
Wartosci charakterystyczne!’
min typ max
I-50(BC 527) 1 ~=30 nA przy Ucgo =45 V
I po(BC 528) 1 30 nA przy Ucpgo =20 V
Usriceo
(BC 527) 45 70 v przy Icpo = 2 mA
(BC 528) 20 35 v przy Icgo = 2 mA
UcsriEBo 5 10 v przy Igpo = 10 pA
UgEsar 0,1 0,25 \' przy I = 10 mA, Iz = 0,5 mA
UcEsat 0,72 v przy I = 10 mA, Iz = 0,5 mA
hy1g (D 50 70 )
(ID) 80 100 przy Ic =100 pA, U =5V
(I11) 150 170
By (D 120
(IT) 200 przy I =2 mA, Ugg =5V
(I1D) 330
hy1g (D 200
an 300 przy Ic =20 mA, Ucg =35V
(I1D) 400
F 5,5 10 dB przy I = 0,2 mA, U =5V,
R, =500 Q, f, =1 kHz,
Af= 700 Hz
Ccpo 2,7 4,5 pF przy Ic = 0, f, = 5 MHz, Ucp =10 V
Cgpo 9 pF przy Ic =0, f, =5 MHz, Ugg = 0,5 V
fr 150 400 MHz | przy Io =10 mA, Ugg=5V,
fp = 100 MHz
hie D 1,6 3,5 kQ
(In) 2,7 7 kQ
(I11) 5 15 kQ
hyze (D 1,5 10-4
(In) 2 10-4
-4 |
ha1e ((151) 00 2t | |Lpy =2 mA, Ueg=5 V. fy =1 kiz
(ID) 210 450
(III) 400 900
hyse (D 20 uS
(ID) 70 usS
(I1D) 150 uS
D tamb = 25°C




BC527 BC528

WartoSci graniczne
BC527 BC528 - 5 5 mA
Ucp max 45 20 \% Pyt max 300 300 mwW
UcE max 45 20 \% jimax 150 150 °C
Uk max 5 5 A% Ly —55++150 °C
) A 50 50 mA \ Icat max 200 200 mA
D famp = 25°C 100
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Rys. 1-326. Charakterystyki wyj- é;
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Rys. 1-327. Charakterystyki wyj- - Ip=50A
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Rys. 1-328. Charakterystyki wyj- 13 =10uA
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Rys. 1-329. Charakterystyka wejsciowa Rys. 1-330. Zalezno§¢ napigcia nasycenia
kolektora od pradu kolektora
N
X S ; 1 ]
¥ ®
& £
o S
N <8
b3
b, %
N
N S
\ Ly
N
L.
N
1N
N
1.
S N
\
X
"%
\\
Wy ~
1S TS
N %*: N1
ISNENIRN [SNpa
s i ——
ST N 31 !
QS L / Uy QN1-E = = Tl
Ry 8 < A < % 8w ) S S
£ IR,
B
Rys. 1-331. Zalezno$§¢ napigcia nasycenia ba- Rys. 1-332. Zalezno§¢ pradu zerowego ko-

zy od pradu kolektora lektora do temperatury otoczenia
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Rys. 1-333. Zalezno§¢ napieciowa pojem- Rys. 1-334. Zalezno$¢ parametréw 4 od pra-
nosci tranzystora du kolektora
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Rys. 1-335. Zalezno$¢ parametrow 4 od napie- Rys. 1-336. Zalezno$¢ czestotliwo$ci granicz-

cia kolektor-emiter nej od pradu kolektora
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tczynnika szuméw

$¢ wspo
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Rys. 1-338. Zalezno

I3

Rys. 1-337. Zaleznos¢ wspdlczynnika wzmoc-

od czgstotliwosci

nienia pradowego od pradu kolektora
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Rys. 1-340. Zalezno$¢ catkowitej mocy strat

Rys. 1-339. Zalezno$¢ wspolczynnika szu-

od temperatury otoczenia

moéw od pradu kolektora



